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В.А.Бархоткину 60 лет. № 1 стр. 104.

Е.В.Арменскому - 75 лет. № 5 стр. 110.

Л.Н. Преснухину - 80 лет. № 4 стр. 108.
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Конференции. Семинары

Информационное сообщение о 5-й Всероссийской межвузовской научно-технической конференции "Микроэлектроника и информатика - 98". № 2 стр. 106.

Первая Российская летняя школа молодых ученых и специалистов по материаловедению и физико-химическим основам технологий монокристаллического кремния "Кремниевая школа - 98". № 1 стр. 106.
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